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１．概要（Summary） 

Si 基板を用いて、ライン＆スペースの作製を行った。Si

基板に電子線リソグラフィでライン＆スペースをパターニ

ングしたのち、Si エッチングをすることでライン＆スペース

を作成した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】   

・125kV電子ビーム描画装置 

・シリコン深堀エッチング装置 

・プラズマ CVD装置 

・プラズマアッシャー 

・多目的ドライエッチング装置 

・走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

 Si ウエハを用意した。Si ウエハを 1 枚 10 mm角の正

方形の基板へカットした。 カットした基板を超音波洗浄

で洗浄した後、プラズマ CVD装置で SiO2を堆積させた。

次にレジストをスピンコートした。125kV 電子ビーム描画

装置でライン＆スペースのパターンの描画を行った。現

像後、多目的ドライエッチング装置で SiO2 のエッチング

を行い、シリコン深堀エッチング装置で Siのエッチングを

行った、最後にプラズマアッシャーでアッシングを行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Siエッチング後の SEM像を Fig. 1に示す。Fig. 1(a) 

はライン＆スペースの全体像、Fig. 1(b) はライン＆スペ

ースの拡大像である。 

 Fig. 1のように従来の Doseで描画すると目標としてい

た幅の溝が描画されていなかったが、Doseを上げること

で目標の数百 nm以下の溝のライン＆スペースの描画

に成功した。 
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Fig. 1 SEM image of line & space after 

ettching. (a) overall view. (b) enlarged view. 
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